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Реферат
Отчет 44 с., 1 кн., 9 рисунков, 15 фото, 2 таблица, 1 приложение, 8 источников.
Лазерная обработка, геттерирование, кремний, структура, температура.
Объектам исследования на данном этапе работы являются процессы лазерного гет- 

терирования, контроля состояния поверхности кремниевых пластин, распределения плот­
ности микродефектов при нагреве кремниевых пластин лазерным излучением, параметры 
геттерирования и их связь с получаемыми морфологической структурой и ёмкостью гет­
тера, предварительная оценка электрофизических свойств кремниевых пластин после их 
лазерного геттерирования.

Цель данного этапа работы:
определить режимы лазерного геттерирования, исключающих трещинообразование 

в кремниевых пластинах; определить доминирующие факторы лазерного геттерирования 
и разработать требования к стабильности режимов лазерного геттерирования с учетом 
степени их влияния на структурное модифицирование кремниевых пластин; установить 
оптимальные сочетания энергетических, пространственных и временных характеристик 
лазерного геттерирования, обеспечивающие управляемое структурное модифицирование 
кремниевых пластин; разработать научные подходы к исследованию корреляции между 
структурными свойствами кремниевых пластин, подвергнутых лазерному геттерирова- 
нию, и электрофизическими свойствами создаваемых на них полупроводниковых 
структур.

В рамках этапа НИР 2008 г. выполнено следующее: проведены работы по экспери­
ментальному геттерированию 4-х партий кремниевых пластин (9 шт., 14 шт., 8 шт. и 10 
шт.) имеющих различную кристаллографическую ориентацию и различное качество обра­
ботки поверхности, с использованием дискретно меняющихся параметров процесса обра­
ботки; проведены анализ и сравнительная оценка результатов геттерирования кремниевых 
пластин по показателям дефектности; определены режимы лазерного геттерирования, ис­
ключающие трещинообразование в кремниевых пластинах; определены доминирующие 
факторы лазерного геттерирования и разработаны требования к стабильности режимов 
лазерного геттерирования с учетом степени их влияния на структурное модифицирование 
кремниевых пластин; в частности, выполнены исследования и предварительный анализ 
факторов, ограничивающих эффективность лазерного геттерирования кремниевых пла­
стин с ориентацией типа «111», имеющих шлифованную поверхность; установлены опти­
мальные сочетания энергетических, пространственных и временных характеристик лазер­
ного геттерирования, обеспечивающих управляемое структурное модифицирование крем­
ниевых пластин; разработаны научные подходы к исследованию корреляции между 
структурными свойствами кремниевых пластин с кристаллографической ориентацией ти­
па «100», подвергнутых лазерному геттерированию, и электрофизическими свойствами.
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